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　[はじめに]　アナターゼ型のTiO2は最も有望な光触媒であることが知られているが、光触媒
活性は紫外線を照射するときにだけ発現する。1)　それは、バンドギャップが3.2eVで、400nm
以下の波長の光しか吸収できないためである。しかし、紫外線は太陽光のわずか数％にしかす
ぎないために、太陽光を有効に利用するという観点からは効率が低い。そこで、TiO2のOサイ
トにNやSをドープすることで実質的にバンドギャップを狭め、太陽光を有効活用する研究が多
くなされてきた。2)　しかし、NやS同様に有望であるはずのCドープの研究があまり進んでいな
い。その原因の１つは、Cをドープしようとしても結晶化させる段階でOに置換されやすく、
ドープがしにくい点にある。また、表面には一般にC系の汚れが付着しており、表面汚れとC
ドープとの区別がつきにくいという問題点もある。そこで、我々は今回正味のCをドープするこ
とを試み、それをもってCドープTiO2の物性を調べた。
　[実験]　CドープTiO2薄膜は、LaAlO3(100)基板上にPLD法とゾルゲル法にて作製した。ゾル
ゲル法では、チタニウムテトラ-n-ブトキシドモノマー、2-メトキシエタノール、サリチル酸
で前駆体溶液を作製し、真空中で熱処理した。XRD測定にて結晶構造解析、AES測定(KEK-PF, 
BL-3B) にてCドープ量の算出、XPS測定(KEK-PF, BL-13A) にてCドープが置換型であるか格子
間型であるかを調べた。
　[結果]　AES測定は、pure TiO2を標準試料
とした。標準試料の表面汚れのCが取れるま
でArスパッタを行い、その後にAES測定とい
う作業を繰り返した。
その結果、60minのArスパッタにより
Cピークが消滅した。この結果を利用して、
CドープTiO2も同様に60minのArスパッタを
行い、その後にAES測定を行った。
この実験方法により、検出されたCピークは
表面汚れではなく、ドープされたCによるも
のと考えることができる（Fig. ）。 
　加えて、XPS測定によりPLD法・ゾルゲル法
いずれのサンプルにおいてもC-Cの結合以外に
C-Ti結合によるピークが見られた。このこと
から得られた試料は置換型のCドープである
ことが確認できた。
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 fig. : PLD法 (酸素分圧 1Pa) にて作製した
　　　薄膜のAES測定(Arスパッタ後)。
          (a), (b),共にTiCターゲットを使用。
          基板温度 : (a) 450℃,  (b) 550℃ 。

第 60 回応用物理学会春季学術講演会　講演予稿集（2013 春　神奈川工科大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

28p-F2-11

06-167


